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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和2年7月30日(2020.7.30)

【公表番号】特表2019-522113(P2019-522113A)
【公表日】令和1年8月8日(2019.8.8)
【年通号数】公開・登録公報2019-032
【出願番号】特願2018-567650(P2018-567650)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  16/30     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/40     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  41/89     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   16/30     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/40     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｇ
   Ｃ０４Ｂ   41/89     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月19日(2020.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学気相堆積（ＣＶＤ）プロセス又は原子層堆積（ＡＬＤ）プロセスを使用して、チャ
ンバコンポーネントの表面上に多層スタックを堆積させる工程と、
　多層スタックを含むチャンバコンポーネントをアニールして、多層スタックをプラズマ
耐性セラミックコーティングに変換する工程であって、プラズマ耐性セラミックコーティ
ングは、
　　ＹｘＥｒｙＦｚのエルビウム含有フッ化物であって、ｘ、ｙ及びｚはＹｘＥｒｙＦｚ

のエルビウム含有フッ化物が０モル％超～１００モル％未満のＹＦ３と、０モル％超～１
００モル％未満のＥｒＦ３を含むように選択されるエルビウム含有フッ化物と、
　　ＹｗＥｒｘＯｘＦｚのエルビウム含有オキシフッ化物であって、ｗ、ｘ、ｙ及びｚは
ＹｗＥｒｘＯｙＦｚのエルビウム含有オキシフッ化物が０モル％超～１００モル％未満の
Ｙ２Ｏ３、ＹＦ3、Ｅｒ2Ｏ3及びＥｒＦ3の３つ以上を含むように選択されるエルビウム含
有オキシフッ化物、からなる群から選択される工程を含む方法。
【請求項２】
　チャンバコンポーネントが導管を含み、プラズマ耐性セラミックコーティングが堆積さ
れるチャンバコンポーネントの表面は、５０：１～２００：１の間のアスペクト比を有す
る導管の内面を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　プラズマ耐性セラミックコーティングは、０の気孔率を有する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　多層スタックを堆積させる前に、酸溶液を使用してチャンバコンポーネントの表面を洗
浄する工程を更に含み、酸溶液は、０．１～２０vol％の塩酸を含み、チャンバコンポー
ネントへのプラズマ耐性セラミックコーティングの付着を改善する請求項１に記載の方法
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【請求項５】
　アニールが３００～１０００℃の温度で行われる請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　多層スタックの各層は約０．１～１００ｎｍの厚さを有する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　原子層堆積（ＡＬＤ）プロセスを使用してチャンバコンポーネントの表面上に多層スタ
ックを堆積させる工程であって、多層スタックは、エルビウム含有酸化物、エルビウム含
有オキシフッ化物、又はエルビウム含有フッ化物の少なくとも１つを含み、
　　ＡＬＤプロセスを使用して第１層を堆積させる工程であって、第１層は、実質的にＥ
ｒ２Ｏ３又はＥｒＦ３からなる工程と、
　　ＡＬＤプロセスを使用して第２層を堆積させる工程であって、第２層は第１層とは異
なる材料からなり、第２層は実質的にＥｒ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＥｒＦ３、Ｙ２Ｏ３又はＹＦ

3からなる工程と、
　　ＡＬＤプロセスを使用して１以上の追加層を堆積させる工程であって、１以上の追加
層の各々は、実質的にＥｒ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、ＥｒＦ３、Ｙ2Ｏ3又はＹＦ3からなる工
程を含む多層スタックを堆積させる工程と、
　多層スタックを含むチャンバコンポーネントをアニールする工程であって、アニールは
第１層、第２層及び１以上の追加層を相互拡散させ、プラズマ耐性セラミックコーティン
グの単一層に変換させ、単一層は固相を含む工程を含む方法。
【請求項８】
　プラズマ耐性セラミックコーティングは実質的にＥｒ3Ａｌ5Ｏ１2からなる、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　プラズマ耐性セラミックコーティングは実質的にＹxＥｒyＯzからなり、ここでｘ、ｙ
及びｚはＹｘＥｒｙＦｚのエルビウム含有酸化物が０モル％超～１００モル％未満のＹ２

Ｏ３と、０モル％超～１００モル％未満のＥｒO2を含むように選択される、請求項７記載
の方法。
【請求項１０】
　プラズマ耐性セラミックコーティングは実質的にＥｒxＯyＦzからなり、ここでｘ、ｙ
及びｚはＥｒxＯyＦzのエルビニウム含有オキシフッ化物が０．１ａｔ．％超～１００ａ
ｔ．％未満のＥｒと、０．１ａｔ．％超～１００ａｔ．％未満のＯと、０．１ａｔ．％超
～１００ａｔ．％未満のＦを含むように選択される、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　プラズマ耐性セラミックコーティングが実質的にＹxＥｒyＦzからなり、ここでｘ、ｙ
及びｚはＹxＥｒyＦzのエルビウム含有フッ化物が０モル％超～１００モル％未満のＹＦ

３と、０モル％超～１００モル％未満のＥｒＦ３を含むように選択される、請求項７記載
の方法。
【請求項１２】
　プラズマ耐性セラミックコーティングが実質的にＹwＥｒxＯyＦzからなり、ここでｗ、
ｘ、ｙ及びｚは、ＹwＥｒxＯyＦzのエルビニウム含有オキシフッ化物が、０モル％超～１
００モル％未満のＹ２Ｏ３、ＹＦ３、Ｆｒ２Ｏ３及びＥｒＦ３の３つ以上を含むように選
択される、請求項７記載の方法。
【請求項１３】
　アニールが３００～１０００℃の温度で行われる、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　第１層、第２層及び１以上の追加層の各々は約０．１～１００ｎｍの厚さを有する、請
求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　単一の層はほぼ均一な層である、請求項７に記載の方法。
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【請求項１６】
　原子層堆積（ＡＬＤ）プロセスを使用してチャンバコンポーネントの表面上に多層スタ
ックを堆積させる工程であって、多層スタックは、エルビウム含有酸化物、エルビウム含
有オキシフッ化物又はエルビニウム含有フッ化物の少なくとも１を含み、
　　ＡＬＤプロセスを使用して第１層を堆積させる工程であって、第１層は実質的にＥｒ
Ｆ３からなる工程と、
　　ＡＬＤプロセスを使用して第２層を堆積させる工程であって、第２層は実質的にＥｒ

２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３又はＹＦ３からなる工程と、
　　ＡＬＤプロセスを使用して１以上の追加層を堆積させる工程であって、１以上の追加
層の各々は、実質的にＥｒ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＥｒＦ3、Ｙ2Ｏ3又はＹＦ3か
らなる工程を含む多層スタックを堆積させる工程と、
　多層スタックを含むチャンバコンポーネントをアニールする工程であって、アニールは
第１層、第２層及び１以上の追加層を相互拡散させ、プラズマ耐性セラミックコーティン
グの単一層に変換させ、単一層は固相を含む工程を含む方法。
【請求項１７】
　アニールが３００～１０００℃の温度で行われる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　第１層、前記第２層及び１以上の追加層の各々は約０．１～１００ｎｍの厚さを有する
、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　単一の層は、ほぼ均一な層である、請求項１６に記載の方法。
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